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CdTe é um semicondutor que tem sido utilizado em aplicações fotovoltaicas devido ao fato de apresentar 

características de semicondutor tipo N ou P em consequência da técnica de fabricação e parâmetros usados. 

Este trabalho propõe o uso da técnica de eletrodeposição para a obtenção de filmes finos de CdTe e a análise 

de Mott-Schottky para a caracterização quanto ao tipo de semicondutor depos itado. Os filmes de CdTe 

foram depositados sobre substrato condutor de óxido de estanho dopado com flúor, a partir de solução 

aquosa de ácido sulfúrico contendo CdSO4 e TeO2. A eletrodeposição foi realizada em potenciostato, onde 

a célula eletroquímica constou de um contraeletrodo, um eletrodo de referência e um eletrodo de trabalho. 

A influência de parâmetros como o potencial e a temperatura de deposição sobre a estrutura e morfologia 

dos filmes foi investigada por difração de raios -X e microscopia eletrônica de varredura, respectivamente. 

A análise de Mott-Schottky revelou a predominância do semicondutor tipo P. A partir dos resultados 

obtidos é possível inferir que é necessário otimizar os parâmetros de deposição para a obtenção do CdTe 

na forma de semicondutor tipo N. 
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